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ПЕРЕРЫВ 15 мин.

2-е заседание Председатель - Ю.Н.Кульчин

50 10 1 1,2 2,111  - 12 А.Е Жуков , М.В. Максимов , Ю.М. Шерняков , Н.В. Кры-
1 1 1,2 1жановская , Ф.И. Зубов , А.С Паюсов , Ю.В. Кудашова , 

3 4Е.С. Семенова , Л.В. Асрян , Асимметричные барьерные 
слои и их применение в полупроводниковых лазерах 
(приглашенный доклад)
1Санкт-Петербургский Академический университет, 
Санкт-Петербург
2Физико-технический  институт им. А.Ф. Иоффе, 
Санкт-Петербург
3DTU Fotonik, Technical University of Denmark, Kgs. 
Lyngby, Denmark
4Virginia Polytechnic Institute and State University, 
Blacksburg, Virginia, USA

10 3012  - 12 В.М. Устинов, Быстродействующие вертикально-
излучающие лазеры (приглашенный доклад)
ФТИ им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург

30 00ОБЕД (12 -14 )

00 00 14  - 15        Стендовая сессия (доклады с 1 по 25).

3-е заседание Председатель - А.В. Двуреченский

00 2015  - 15 А.А. Андронов, Е.П. Додин, Ю.Н. Ноздрин, Д.И. Зинчен-
1 2ко ; М.А. Ладугин, А.А. Мармалюк, А.А. Падалица ; В.А.  Бе-

3ляков, И.В. Ладенков, А.Г. Фефелов , Стимулированное 
излучение на переходах между лестницами Ванье-
Штарка в полупроводниковых сверхрешетках
(приглашенный доклад)
1ИФМ РАН, Н.Новгород
2ФГУП "Салют", Н.Новгород
3"Сигм-Плюс" Москва

20 4015  - 15 С.В. Гапоненко, Перспективы коллоидной оптоэлек-
троники (приглашенный доклад)
Институт физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси, 
Минск, Беларусь

Малый зал Дома ученых

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ

00 0015  – 18 Регистрация участников конференции

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ

1-е заседание

00 1510  – 10 Открытие совещания. 

15 3510  – 10

35 55 10  – 10

Председатель - А.В. Латышев

Вступительное слово директора 
ИФП СО РАН А.В. Латышева

1,2 1,3 1,2И.Д. Бурлаков , В.П. Пономаренко , А.М. Филачев , 
Космическая фотосенсорика (приглашенный доклад)
1 АО "НПО "Орион", Москва
2 МГТУ МИРЭА, Москва
3 МФТИ (ГУ), г. Долгопрудный, МО

Г.Н. Кулипанов, Потенциальные возможности Ново-
сибирского лазера на свободных электронах для иссле-
дований в области длин волн (270 - 5) микрон (пригла-
шенный доклад)
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, 
Новосибирск

55 15 1 1 110  - 11 Ю.Н. Кульчин , О.Б. Витрик , А.А. Кучмижак , Лазерная 
нанолитография (приглашенный доклад)
1Институт автоматики и процессов управления ДВО 
РАН, Владивосток 

15 3511  - 11 Д.В. Брунев, В.В. Васильев, В.С. Варавин, А.В. Вишня-
ков, С.А. Дворецкий, И.В. Марчишин, Н.Н. Михайлов, 
И.В. Сабинина, Г.Ю. Сидоров, Ю.Г. Сидоров,             
М.В. Якушев, А.В. Латышев, Фотоприемные устройства 
на основе гетероэпитаксиальных структур теллурида 
кадмия и ртути (приглашенный доклад)
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск
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10 25 1,3 1,2 1,217  - 17 А.Д. Буравлев , И.А. Мустафин , В.Н. Трухин ,        
1,3 4 4 4Г.Э. Цырлин , J.P. Kakko , T. Huhtio , H. Lipsanen , 

Эффективная генерация терагерцового излучения в 
периодическом массиве полупроводниковых ните-
видных нанокристаллах на основе GaAs
1 ФТИ им.А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург
2 НИУ ИТМО, Санкт-Петербург
3 СПб АУ РАН, Санкт-Петербург
4 Micronova, Aalto University, Aalto, Finland

25 40 1,2 1,2 117  - 17 С.А. Кузнецов , А.Г. Паулиш , В.Н. Федоринин , 
Оптоэлектронные системы терагерцового и субтера-
герцового диапазонов частот электромагнитного 
излучения
1

2НГУ, Новосибирск

40 55 1 2 117  - 17 А.Э. Климов , В.В. Кубарев , В.Н. Шумский , Уровни 
захвата и терагерцовые фотоэффекты в PbSnTe:In 
1

2Институт ядерной физики им. Г.И. Будкеpа, СО РАН 
Новосибирск

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ

5-е заседание Председатель - А.Е. Жуков

00 20 1 1 109  - 09 С.Г. Егорова , А.В. Галеева , В.И. Черничкин , Л.И. Ря-
2 1 2 2бова , Е.П. Скипетров , М.Е. Тамм , Л.В. Яшина ,       

3 3 1,4С.Н. Данилов , С.Д. Ганичев , Д.Р. Хохлов , Терагер-
цовое зондирование поверхностных состояний в 
топологических изоляторах (приглашенный доклад)
1Физический факультет Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, Москва
2Химический факультет Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.
3Faculty of Physics, University of Regensburg, Regensburg, 
Germany.
4Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, 
Москва

Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск

40  0015  -16 Б.И. Шапиро, Высокоорганизованные J-агрегаты 
полиметиновых красителей как сенсоры в фотоэ-
лектронике (приглашенный доклад)
Московский государственный университет тонких 
химических технологий им. М.В Ломоносова, Москва

00 1516 - 16 В.В. Шелковников, Н.А. Орлова, И.Ю. Каргаполова,
Синтез функциональных блоков для нелинейно оп-
тических хромофоров
Новосибирский институт органической химии им.   
Н.Н. Ворожцова, Новосибирск

ПЕРЕРЫВ 15 мин.

4-е заседание Председатель - Г.Н. Кулипанов

30 50 1,2 1 3,416  - 16 В.С. Павельев , А.Н. Агафонов , Н.А. Винокуров ,      
1 3,4 3Б.О. Володкин , Б.А. Князев , Г.Н. Кулипанов ,             

1,2 1 3,4В.А. Сойфер , К.Н. Тукмаков , Ю.Ю. Чопорова , 
Формирование лазерных пучков терагерцового  диапа- 
зона на основе применения дифракционной ком-
пьютерной оптики (приглашенный доклад)
1Самарский государственный аэрокосмический уни-
верситет имени академика С.П. Королёва (нацио-
нальный исследовательский университет)
2Институт систем обработки изображений РАН
3Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН
4Новосибирский государственный университет

50 10 1,2 1 1 116  - 17 W. Knap , D. But , N. Dyakonova , D. Coquillat ,              
3 4 5M. Vitiello , S.D. Ganichev , M. Sypek , Terahertz Detectors 

Based on Plasma Oscillations in Nanometer Field Effect 
Transistors (приглашенный доклад)
1Charles Coulomb Laboratory, CNRS &Montpellier 
University, Montpellier (France) 
2High Pressure Institute Polish Academy of Sciences Warsaw 
(Poland)
3NEST, Istituto Nanoscienze - CNR and Scuola Normale 
Superiore Pisa (Italy)
4Terahertz Center, University of Regensburg, Regensburg, 
(Germany)
5Optical Information Processing Laboratory, Warsaw 
University of Technology, (Poland)
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ПЕРЕРЫВ 15 мин.

6-е заседание Председатель - С.В. Гапоненко

45 05 1 210  - 11 А.В. Войцеховский , Н.Х. Талипов , Воздействие мощ-
ного импульсного ИК излучения на свойства гетероэпи-
таксиальных структур HgCdTe (приглашенный доклад)
1Томский государственный университет, Томск
2Военная академия Ракетных войск стратегического 
назначения им. Петра Великого, Москва

05 20 1 1 111  - 11  Е.А. Емельянов , А.В. Васев , М.А. Путято , И.Б. Чисто-
1 2 2 1хин , В.В. Румянцев , С.В. Морозов , Б.Р. Семягин ,      

1 1А.П. Василенко , А.К. Гутаковский , В.В. Преображен-
1ский , Влияние температуры роста на структурные и 

оптические свойства сверхрешеток GaSb/InAs, выра-
щенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии
1ИФП СО РАН, Новосибирск
2ИФМ РАН, Нижний Новгород

20 3511  - 11  Л.К. Орлов, Н.С. Волкова, М.Л. Орлов, Т.О. Мишенко, 
Туннельная спектроскопия электронных состояний в 
гетерокомпозициях InAs/GaAs с массивами квантовых 
точек
ИФМ РАН, ННГУ, НГТУ, Н.Новгород 

35 50 1,2 1 211  - 11 И.И. Ижнин , Е.И. Фицич , А.В. Войцеховский , А.Г. Ко-
2 3 3 4ротаев , А.Ю. Бончик , Г.В. Савицкий , В.С. Варавин , 

4 4 4С.А. Дворецкий , Н.Н. Михайлов , М.В. Якушев , К.Д. Мы-
5,6нбаев , Релаксация и долговременная стабильность 

МЛЭ CdHgTe n+-n-структур, сформированных ионным 
травлением
1Научно-производственное предприятие "Карат", 
Львов
2Национальный исследовательский Томский госуда-
рственный университет, Томск
3ИППММ им. Я.С. Пидстригача НАН Украины, Львов
4ИФП СО РАН, Новосибирск
5ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург
6Университет ИТМО С.-Петербург

20 40 1,2 1 309  - 09 К.Д. Мынбаев , Н.Л. Баженов , Н.Н. Михайлов ,        
3 3 3М.В. Якушев , В.С. Варавин , С.А. Дворецкий , Фото-

люминесцентная характеризация эпитаксиальных слоев 
твердых растворов CdHgTe (приглашенный доклад)
1ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
2Университет ИТМО, Санкт-Петербург
3ИФП СО РАН, Новосибирск

40 00 1,2 1,3 1,309  - 10 В.А. Володин , М.П. Гамбарян , Г.К. Кривякин ,       
1 1 1,3 1,3Г.Н. Камаев , С.А. Кочубей , А.Г. Черков , В.И. Вдовин , 

4 5 1,2M.Vergnat , J. Stuchlik , А.В. Двуреченский , Светоиз-
лучающие нанокристаллы Si, Ge и GeSi в различных 
матрицах: формирование, структурные и оптические 
свойства (приглашенный доклад)
1

2Новосибирский государственный университет, 
Новосибирск
3Новосибирский государственный технический универ-
ситет, Новосибирск
4Universit  de Lorraine, Institut Jean Lamour, Vand uvre-
l s-Nancy Cedex, France
5Institute of Physics ASCR, Praha, Czech Republic

00 15 1,2 1 110  - 10 А.А. Блошкин , А.И. Якимов , В.В. Кириенко , В.А. Тимо-
1 1 1,2феев , В.А. Армбристер , А.В. Двуреченский , А.И. Ники-

1форов , Гетероструктуры Ge/Si с квантовыми точками Ge 
для фотоприемников среднего ИК-диапазона
1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск
2Новосибирский государственный университет, 
Новосибирск

15 3010  - 10 А.Е. Гайдук, С.Н. Речкунов, В.А. Селезнёв, Е.А. Злобина, 
В.Я. Принц, Многослойные поляризаторы ИК-
диапазона большой площади
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск

é œ
é



12 13

2 2 2Т.А. Комиссарова , Т.В. Львова , С.В. Иванов , МФПУ на 
основе эпитаксиальных структур антимонида индия
1АО "НПО "Орион", Москва
2Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, 
Санкт-Петербург

35 5015  - 15 Д.Г. Есаев, А.П. Савченко, В.А. Фатеев, И.В. Марчишин, 
М.А. Демьяненко, А.И. Торопов, А.К. Калагин, Н.А. Ва-
лишева, Н.Р. Вицина, Матричные фотоприемники на ос-
нове квантовых ям GaAs/AlGaAs форматом 384 288 и 
640 512 
Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск

50 05 1 1 115  - 16 В.М. Базовкин , Н.А. Валишева , В.С. Варавин , В.В. Ва-
1 2 1 1сильев , В.М. Гайлес , А.А. Гузев , С.А. Дворецкий ,       

1 1 1 1А.П. Ковчавцев , И.И. Ли , Д.В. Марин , Ю.С. Макаров , 
1 1 1В.Г. Половинкин , И.В. Сабинина , Ю.Г. Сидоров ,      

1 2 1Г.Ю. Сидоров , Д.В. Фромичев , А.В. Царенко , М.В. Яку-
1шев , Новое поколение ИК фотоприемников на основе 

КРТ, работающих при повышенных температурах
1Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова 
СО РАН, Новосибирск
2 АО "НПП "Восток", Новосибирск

05 2016  - 16 Г.Ю. Сидоров, И.В. Сабинина, В.В. Васильев, Ю.Г. Си-
доров,И.В. Марчишин, А.В. Предеин, М.В. Якушев,     
В.М. Базовкин, В.Г. Половинкин, Создание матричных 
фотоприемников на основе ГЭС КРТ МЛЭ на длины 
волн 3-5 и 8-10 мкм форматом до 1024х1024
Институт физики полупроводников СО РАН им. 
А.В.Ржанова, Новосибирск

20 35 1 1 216  - 16 O.I. Semenova , N.A.Yeryukov , Zhiyong Li , Thin films of 
PECVD silicon nitride for nanophotonic application
1Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Novosibirsk
2Institute of  Semiconductors CAS, Beijing, China

ПЕРЕРЫВ 15 мин.

×
×

50 05 1 1 211  - 12 И.Е. Тысченко , Л.Л. Дзюбина , А.Г. Черков , В.А. Воло-
1,2 1дин , В.П. Попов , Ионно-лучевой синтез и свойства 

нанокристаллов InSb в структурах кремний-на-
изоляторе
1

2Новосибирский государственный университет, 
Новосибирск

05 20 1,2 1 112  - 12 В.А. Швец , Е.В. Спесивцев , И.А. Азаров , С.В. Рыхлиц-
1 1 1 1кий , Н.Н. Михайлов , М.В. Якушев , В.Д. Кузьмин ,     

1 1,3Ю.Г. Сидоров , С.А. Дворецкий , Метод эллипсометрии 
в технологии процессов молекулярно-лучевой эпитак-
сии кадмий-ртуть-теллура
1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск
2Новосибирский государственный университет, 
Новосибирск
3Томский государственный университет, Томск

20 3512  - 12 Ю.Г. Сидоров, В.С. Варавин, Е.М. Труханов, И.В. Саби-
нина, И.Д. Лошкарев, А.В. Колесников, М.В. Якушев, 
Дислокации в гетероэпитаксиальных структурах 
CdHgTe на подложках ориентации (013) и возможности 
снижения их плотности
Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова 
СО РАН, Новосибирск

35 00ОБЕД (12 -14 )

00 0014  - 15 Стендовая сессия (доклады с 26 по 59).

7-е заседание Председатель - И.Д. Бурлаков

00 2015  - 15 A.Piotrowski, Status of mid and long infrared detectors at 
Vigo System (приглашенный доклад)
VIGO System S.A., O ar w Mazowiecki

20 35 1 1 115  - 15 И.Д. Бурлаков , К.О. Болтарь , П.В. Власов , А.А. Лопу-
1 2 2 2хин , В.А. Соловьев , А.Н. Семенов , Б.Я. Мельцер ,

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск

ż ó
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цов фосфата лития-железа и титаната лития - материалов 
для литий-ионных аккумуляторов 
1Физико-технический институт  им. А.Ф. Иоффе, 
Санкт-Петербург
2НИЦ "Курчатовский институт", Москва

0019  - Банкет

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ

9-е заседание Председатель - В.М.Устинов 

00 2009  - 09 В.И. Гавриленко, Лазеры дальнего ИК диапазона на 
основе узкозонных полупроводников и гетероструктур с 
квантовыми ямами (приглашенный доклад)
Институт физики микроструктур РАН, Нижний 
Новгород

20 40 1,2,309  - 09 В. А. Гайслер , Разработка неклассических излучате-
лей на основе полупроводниковых квантовых точек 
(приглашенный доклад)
1

2Новосибирский государственный технический универ-
ситет, Новосибирск 
3Новосибирский государственный университет, Ново-
сибирск

40 55 1 1 109  - 09 Н.В. Крыжановская , Ю.В. Кудашова , Э.И. Моисеев , 
1,3 1,2,3 2А.Е. Жуков , М.В. Максимов , М.М. Кулагина , 

2 2 1,3С.И.Трошков , Ю.М.Задиранов , А.А. Липовский , 
Инжекционные микродисковые лазеры с активной 
областью на основе квантовых точек InAs/InGaAs, 

оработающие до 100 С
1Академический университет, Санкт-Петербург, 
2Физико-технический  институт  им. А. Ф. Иоффе, 
Санкт-Петербург
3Санкт-Петербургский политехнический университет 
им. Петра Великого, Санкт-Петербург

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск

8-е заседание Председатель - А.Н. Шалунов

50 1016  - 17 Ю.Н. Вольхин, Радиофотоника: прошлое, настоящее, 
будущее (приглашенный доклад)
ОАО "ЦКБА", Россия, Омск

10 30 1 1 117  - 17  С.А. Малышев , А.Л. Чиж , К.Б. Микитчук , А.А. Теп-
2 2теев , А.С. Шуленков , Мощный высокоскоростной 

фотодиод Шоттки для устройств и систем радиофотони-
ки (приглашенный доклад)
1Институт физики НАН Беларуси, Минск
2ОАО "Минский НИИ радиоматериалов", Минск

30 5017  - 17 А.И. Плеханов, Высокоскоростные оптические модуля-
торы на основе нелинейно-оптических полимеров 
(приглашенный доклад)
Институт автоматики и электрометрии СО РАН, 
Новосибирск

50 0517  - 18 И.М. Гаджиев, М.С. Буяло, Е.Л. Портной, Увеличение 
мощности модуляции добротности в лазерах с квантовы-
ми ямами под воздействием эффекта Штарка
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-
Петербург

05 20 1 1 118  - 18 М.Г. Кистенева , М.В. Бородин , В.В. Щербина ,        
1 1 1С.М. Шандаров , В.М. Шандаров , А.С. Акрестина ,   

1 2 2Е.С. Худякова , В.М. Лисицын , С.А. Степанов , А.А. Ко-
3легов , Волноводные и оптические характеристики 

эпитаксиальных структур GaN/InGaN - сапфир 
1Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, Томск
2Национальный исследовательский Томский политехни-
ческий университет, г. Томск
3Всероссийский научно-исследовательский институт 
технической физики им. У.И. Забабахина, Снежинск

20 35 1 1 1 118  - 18 М.Д. Шарков , М.Е. Бойко , А.В. Бобыль , А.М. Бойко , 
1 2 1Е.М. Ершенко , Я.В. Зубавичус , С.Г. Конников , Изучение 

структуры и фазового состава синтезированных образ-
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10 25 1 1 111  - 11  А.А. Лямкина , С.П. Мощенко , А.К. Бакаров , А.И. То-
1 2 2 2ропов , К. Шрамль , М. Канибер , Д. Финли , Экситон-

плазмонное взаимодействие в системе с InAs/AlGaAs КТ 
и литографическими анизотропными наноантеннами 
1

2Институт Вальтера Шоттки, Технический Универси-
тет Мюнхена, Гархинг, Германия

25 40 1 1 111  - 11  Д.С. Абрамкин , К.М. Румынин , А.К. Бакаров , А.К. Гу-
1 2 1таковский , О.В. Кибис , Т.С. Шамирзаев , Кристалли-

ческое строение и энергетический спектр III-Sb/AlAs 
самоорганизованных квантовых точек
1

2НГТУ, Новосибирск

40 55 1,2 1 111  - 11 Г.М. Борисов , В.Г. Гольдорт , Д.В. Ледовских , А. А. Ко-
1 1 1валёв , М.Н. Путято , В.В. Преображенский , Н.Н. Руб-

1 1 3 3цова , Б. Р. Семягин , В.Е. Кисель , А.С. Руденков ,       
3 4Н.В. Кулешов , А.А. Павлюк , Полупроводниковые 

зеркала с насыщающимся поглощением для фемтосе-
кундных лазеров ближнего инфракрасного диапазона
1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск
2Новосибирский государственный университет, 
Новосибирск
3НИИ оптических материалов и технологий БНТУ, 
Минск, Беларусь
4Институт неорганической химии им. А.В. Николаева 
СО РАН, Новосибирск

55 10 1,211 - 12 А.В. Царев , Интерферометр Маха-Цендера, слабо 
чувствительный к технологическим ошибкам изготовле-
ния
1Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова 
СО РАН, Новосибирск
2Новосибирский государственный университет, 
Новосибирск

10 00ОБЕД (12  - 14 )

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск

55 10 1 1 209  - 10 А.В. Шевлягин , Н.Г. Галкин , А.К. Гутаковский ,         
2Т.С. Шамирзаев , Высокоэффективный Si ИК светодиод 

со встроенными нанокристаллитами -FeSi , работаю-2

щий при комнатной температуре
1Институт автоматики и процессов управления ДВО 
РАН, Владивосток
2

10 25 1,2 1 1,210   - 10 С.В. Морозов , В.В. Румянцев , А.А. Дубинов , В.Я. Алё-
1,2 1,2 1,2 3шкин , А.М. Кадыков , М.А. Фадеев , Н.Н. Михайлов , 

3 1,2С.А. Дворецкий  и В.И. Гавриленко , Длинноволновая 
фотолюминесценция и стимулированное излучение в 
структурах на основе твердых растворов HgCdTe 
1ИФМ РАН, Нижний Новгород
2ННГУ им.Н.И.Лобачевского, Н.Новгород
3ИФП СО РАН, Новосибирск

ПЕРЕРЫВ 15 мин.

10-е заседание Председатель - А.А. Андронов

40 55 1,2 1,2 110  - 10 О.Е. Терещенко , В.А. Голяшов , И.Б. Чистохин ,       
1,2 1 1Т.С. Шамирзаев ,  А.С. Ярошевич , А.А. Родионов ,    
1 1 1,2И.А. Деребезов , В.А. Гайслер , А.К. Бакаров ,             

1 1 3Д.В. Дмитриев , А.И. Торопов , И.И. Мараховка , А.В. Ко-
3 3потилов , Н.В. Кислых , Изучение инжекции спин-

поляризованных электронов в гетероструктуры A B  3 5

методом поляризованной катодолюминесценции
1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск
2Новосибирский государственный университет, 
Новосибирск
3ЗАО "ЭКРАН-ФЭП", Новосибирск

55 1010  - 11 Л.Н. Сафронов, В.А. Антонов, С.Н. Подлесный, В.П. По-
пов, Управление спектром излучения алмазов с NV 
центрами

β

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск



18 19

2Новосибирский государственный университет, 
Новосибирск
3Новосибирский государственный технический универ-
ситет, Новосибирск

15 30 1 2 310  - 10 А.В. Трифанов , Д.Ю. Протасов , В.Я. Костюченко , 
2С.А. Дворецкий . Определение подвижности неосновных 

электронов в p-Cd Hg Te при температуре жидко-0.22 0.78

го азота
1Сибирский государственный университет геосистем и 
технологий, Новосибирск
2Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск

30 45 1 1,2 110  - 10 А.А. Гисматулин , В.А. Володин , Г.Н. Камаев ,         
1 2С.Г. Черкова , А.Г. Черков . Формирование и оптические 

свойства многослойных  наноструктур Si\SiO2
1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск
2Новосибирский государственный университет, 
Новосибирск

ПЕРЕРЫВ 15 мин.

12-е заседание Председатель - В.Н.Шумский

00 2011  - 11 О.П. Пчеляков, В.В. Преображенский, М.А. Путято, 
А.С. Дерябин, Л.В. Соколов, А.И. Никифоров, А.К. Гу-
таковский, Е.М. Труханов, Н.А. Паханов, А.П. Василенко, 

*И.Д. Лошкарёв, Д.И. Феклин, В.М. Владимиров ,         
**А.С. Паршин . Проблемы создания высокоэффективных 

солнечных преобразователей для космических аппара-
тов (приглашенный доклад)

*НПФ "Электрон”
**СибГАУ, Красноярск

20 35 1 1 1 111  - 11  Н.Г. Галкин , К.Н. Галкин , И.М. Чернев , А.В. Шевлягин , 
2 3 3Radek Fajgar , The Ha Stuchlikova , Jiri Stuchlik , Zdenek 

3,4Remes . Новый подход к формированию солнечных 

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск

, Красноярск

00 0014  - 15 Стендовая сессия (доклады с 60 по 95)
00 3015  - 18 Экскурсия

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ

11-е заседание Председатель - В.И. Гавриленко

00 2009  - 09 С.Г. Тиходеев. Оптические свойства кирально-
модулированных фотонных структур (приглашенный 
доклад)
Институт общей физики им. А.М. Прохорова, Москва

20 40 1 1 109  - 09 Н.В. Волков , А.С. Тарасов , М.В. Рауцкий , А.В. Лукья-
1,2 1,2 1ненко , С.Н. Варнаков , С. Г. Овчинников . Эффекты 

гигантского магнитосопротивления в гибридных 
структурах ферромагнетик/полупроводник, индуциро-
ванные оптическим излучением (приглашенный 
доклад)
1ИФ СО РАН, Красноярск
2СибГАУ, Красноярск

40 00 1,2 1 109  - 10 А.Г. Милёхин , Л.Л. Свешникова , Т.А. Дуда , Е.Е. Ро-
1,2 2 3 1,2дякина , С.А. Кузнецов , V.M. Dzhagan , А.В. Латышев , 

3D.R.T. Zahn . Комбинационное рассеяние света и 
инфракрасное поглощение полупроводниковыми 
нанокристаллами на плазмонных структурах (пригла-
шенный доклад)
1

2Новосибирский Государственный университет, 
Новосибирск
3Semiconductor Physics, Technische Universit t Chemnitz, 
D-09107, Chemnitz

00 15 1,2 1,2 1,210 - 10 А.Г. Журавлев , А.С. Романов , В.Л. Альперович . 
Эмиссия горячих и термализованных фотоэлектронов из 
p-GaAs(Cs,O) с положительным и отрицательным 
сродством
1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск

ä
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13-е заседание Председатель - В.Н. Овсюк

00 20 1,2 1,2 314  - 14 Б.А. Князев , В.В. Герасимов , М.А. Демьяненко ,       
3 3 2Д.Г. Есаев , И.В. Марчишин , А.А. Никитин , Ю.Ю. Чо-

1,2порова . Матричные болометрические приемники в 
исследованиях на терагерцовом лазере на свободных 
электронах (приглашенный доклад)
1Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, 
Новосибирск
2Новосибирский государственный университет, Ново-
сибирск
3Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск

20 35 1,2 1,2 214  - 14 Д.В. Бородин , Ю.В. Осипов , В.В. Васильев . КМОП 
фотоприемник видимого диапазона формата 1,3 Мп
1ОАО "НПП "Пульсар", Москва 
2ООО "РТК Инпекс", Мытищи

35 5014  - 14 Г.Е. Журов, Е.А. Крапивко, И.И. Кремис, В.Н. Федори-
нин, М.Ю. Цивинский, С.М. Чурилов, П.И. Шапор,     
К.П. Шатунов. Состояние развития тепловизионных 
модулей и приборов в Филиале ИФП СО РАН "КТИПМ" 

50 05 1 1 114  - 15 В.В. Карпов , В.П. Астахов , М.Е. Козырев , В.Ф. Чиш-
1 1 1 2ко , В.И. Петренко , В.И. Семенов , Д.В. Бородин ,     

2 2Ю.В. Осипов , В.В. Васильев . Спектральные характерис-
тики фотодиодов КМОП матричного фотоприемника 
видимого диапазона формата 256 256 элементов
1ОАО "Швабе-Фотосистемы”
2ООО "РТК Инпекс”, Мытищи

05 20 1 1 115  - 15 А.А. Емельянов , А.Г. Викулов , С.В. Гамзинов , А.В. Дол-
1 1 1 2гих , И.И. Гольдберг , В.И. Локтионов , А.А. Мармалюк , 

2 2 2А.А. Падалица , А.Ю. Андреев , А.В. Мазалов , В.В. Ба-
3 3,4 3 3,4кин , Д.В. Горшков , С.Н. Косолобов , С.А. Рожков ,  

3 3Г.Э. Шайблер , А.С. Терехов . Фотоприёмники с полу-
проводниковыми ОЭС - фотокатодами на спектральные 
диапазоны в интервале 200 - 1100 нм

Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

×
, Москва

батарей на основе аморфного гидрогенизированного 
кремния и полупроводниковых силицидов
1Институт автоматики и процессов управления ДВО 
РАН, Владивосток
2Institute of Chemical Process Fundamentals of the ASCR, 
Praha, Czech Republic
3Institute of Physics of the ASCR, Praha, Czech Republic
4Czech Technical University in Prague, Faculty of 
Biomedical Engineering, Kladno, Czech Republic

35 50 1,2 1 111  - 11  П.Н. Брунков , Н.Д. Ильинская , С.А. Карандашев ,     
3 1 1Н.Г. Карпухина , А.А. Лавров , Б.А. Матвеев , М.А. Ре-

1 1 1менный , Н.М. Стусь , А.А. Усикова . Фотодиоды на 
основе ДГС InAs/InAsSb /InAsSbP ( =5.2 мкм), рабо-0.1 0.1

тающие в температурном диапазоне 50-300 К
1ФТИ им.А.Ф. Иоффе РАН, 
2Национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики, 
Санкт-Петербург
3ООО "ИоффеЛЕД", 

50 05 1 1 111  - 12 А.Н. Бельтюков , Р.Г. Валеев , А.И. Чукавин , Д.И. Пе-
2 1тухов , В.М. Ветошкин . Разработка электролюминес-

центных излучателей оптического диапазона на базе 
полупроводниковых нанокомпозитов ZnS:Cu@Al O2 3
1Физико-технический институт УрО РАН, Ижевск
2Московский государственный университет им. В.М. Ло-
моносова, Москва

05 2012 - 12 А.П. Ковчавцев, В.Г. Кеслер, A.А. Гузев, А.Е. Настовьяк. 
А.В. Царенко, З.В. Панова. Температурные зависимости 
адмиттанса InAs-MОП структур со сверхтонким окис-
лом
ИФП СО РАН, Новосибирск

20 3512  - 12 В.В.Карпов, А.В.Филатов, Е.В.Сусов, Н.С.Кузнецов. 
Фоторезисторы из гетероэпитаксиальных структур 
CdHgTe на спектральный диапазон 8-12 мкм
ОАО "Швабе-Фотосистемы”, Москва

35 00ОБЕД (12  - 14 )

λ

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
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0018 ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ

Экскурсия в ИФП СО РАН
и Филиал ИФП СО РАН "КТИ ПМ”

по предварительной записи

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

Методы и технологии получения наноструктурированных 
материалов для перспективных фотоприемников ИК-
диапазона

1. С.В. Рыхлицкий, Е.В. Спесивцев, В.А. Швец, О.П. Пчеляков,   
Л.В. Соколов, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов. Методы и средства 
эллипсометрической диагностики материалов и структур нанофо-
тоэлектроники

2. Е.А. Емельянов, А.В. Васев, Б. Р. Семягин, А. П. Василенко,     
А.А. Команов А.К., Гутаковский, М. А. Путято, В. В. Преображен-
ский. Получение гетероструктур InAsSb методом МЛЭ с примене-
нием различных молекулярных форм As 

1,2 2 1 13. А.К. Бакаров , К. С. Журавлев , А.И. Торопов ,  Т.А. Левцова , 
1 1,2 1,2Н.А. Валишева , А.С. Кожухов , Д.В. Щеглов . ДБЭО исследования 

начальных стадий роста слоев InSb при МЛЭ
1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 
Новосибирск
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск

1,2 1,2 1,24. М.А. Василенко , И.Г. Неизвестный , Н.Л. Шварц . Условия 
формирования нанокристаллов и наноколец GaAs методом капель-
ной эпитаксии (Монте-Карло моделирование)
1

2Новосибирский Государственный Технический Университет, 
Новосибирск

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 
Новосибирск

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 
Новосибирск

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 
Новосибирск

1ОАО "Катод", Новосибирск
2ОАО "НИИ "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха", Москва
3ИФП СО РАН, Новосибирск
4НГУ, Новосибирск

ПЕРЕРЫВ 15 мин.

14-е заседание Председатель - В.Н. Федоринин

35 55 1 2 115  - 15 С.М. Борзов , А.В. Голицын , Б.С. Долговесов , О.И. По-
1 1татуркин , М.Н. Филиппов . Информационное обеспе-

чение систем наблюдения распределенных роботизиро-
ванных комплексов (приглашенный доклад)
1Институт автоматики и электрометрии СО РАН
2

55 10 1 1 115  - 16 А.И. Чукавин , Р.Г. Валеев , А.Н. Бельтюков , В.В. Кри-
2 3венцов , А.Л. Тригуб . Исследование влияния локальной 

атомной и электронной структуры нанокомпозитов 
ZnS:Cu@Al O  на их фотоэлектрические свойства2 3
1Физико-технический институт УрО РАН, Ижевск
2Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, 
Новосибирск
3НИЦ Курчатовский институт, Москва

10 2516  - 16 А.В. Аржанников, И.А. Иванов, С.А. Кузнецов,          
В.Ф. Скляров. Частотно-селективная диагностическая 
система для абсолютных измерений электромагнитного 
излучения в интервале от миллиметровых волн до 
терагерцового излучения
Новосибирский государственный университет
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, 
Новосибирск

25 4016  - 16 Э.Г. Косцов, С.Д. Иванов. Элемент неохлаждаемой 
мегапиксельной тепловизионной матрицы на основе 
тонких пироэлектрических пленок
Институт автоматики и электрометрии СО РАН

40 5516  - 16 А. В. Голицын. Электроуправляемый широкоспектраль-
ный объектив с жидкостными линзами
Филиал ИФП СО РАН "КТИ ПМ", Новосибирск

Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

, 
Новосибирск



1 1 212. О.И. Подкопаев , Т.О. Павлюк , А.Ф. Шиманский , Н.О. Голубов-
2ская . Выращивание малодислокационных монокристаллов герма-

ния
1АО "Германий", Красноярск
2Сибирский федеральный университет, Красноярск

1,2 1 1 113. В.А. Швец , В.Г. Ремесник , Н.Н. Михайлов , В.С. Варавин , П.Л. 
1 1,3Смирнов , С.А. Дворецкий . Исследование оптическими методами 

слоёв КРТ, имплантированных ионами B+
1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 
Новосибирск
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск
3Томский государственный университет, Томск

1 1 2 114. А.В. Артамонов , В.П. Астахов , И.Б. Варлашов , В.В. Карпов , 
2П.В. Митасов . Химический состав анодных окисных пленок InAs и 

электрофизические параметры МДП-структур на их основе
1ОАО "Швабе-Фотосистемы", Москва
2Национальный исследовательский университет "МЭИ", Москва

15. А.Х. Мухамметоразова. Электрические свойства нанострукту-
рированных барьеров Шоттки  Pt-окисел-n-GaAs
Институт солнечной энергии Академии Наук Туркменистана, 
Ашхабад 

1,2 1,216. К.А. Конфедератова , Е.Е. Родякина . Формирование одно-
родных по размеру наноструктур методом электронно-лучевой 
литографии: методы коррекции эффектов близости
1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 
Новосибирск
2Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск

17. Н.Н. Михайлов, В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, В.Г. Ремесник, 
Ю.Г. Сидоров. Влияние защитного покрытия CdTe на электрофизи-
ческие параметры  эпитаксиальных пленок Cd Hg TeХ 1-Х

18. А.Н. Акимов, Д.В. Ищенко, Н.С. Пащин, С.П. Супрун, В.Н. 
Шерстякова, В.Н. Шумский.  Структуры n-i-n, p-i-p, n-i-p на основе 
эпитаксиальных плёнок PbSnTe:In: изготовление и свойства
Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, 
Новосибирск

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 
Новосибирск

24 25

5. А.Е.Гайдук, С.Н.Речкунов, В.А.Селезнёв, В.Я.Принц. Нанореше-
точный световой фильтр большой площади, изготовленный с 
помощью наноимринт-литографии
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 
Новосибирск

6. Д. В. Дмитриев, А. М. Гилинский, А. И. Торопов, К. С. Журавлёв, 
Синтез гетероструктур InAlAs согласованных с подложкой InP 
методом МЛЭ для высокочувствительных фотодиодов
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 
Новосибирск

1 1 2 37. А.Ю. Игуменов , А.С. Паршин , Ю.Л. Михлин , О.П. Пчеляков , 
4В.С. Жигалов . Электронная спектроскопия дисилицида железа

1
СибГАУ им. М.Ф. Решетнева, Красноярск

2
ИХХТ СО РАН, Красноярск

3

4ИФ им. Л.В. Киренского СО РАН, Красноярск

8. В.А. Пилипович, В.Б. Залесский, А.И. Конойко, В.М. Кравченко, 
Термооптический преобразователь на базе микрорезонатора 
Фабри-Перо
Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Беларусь, 
Минск

9. А.В. Войцеховский, А.П. Коханенко, К.А. Лозовой. Зависимость 
критической толщины перехода по Странскому-Крастанову в 
системе Ge Si /Si от температуры и составаx 1-x

Томский государственный университет, Томск

1 1,2 1,210. И.А. Милёхин , Е.Е. Родякина , А.В. Латышев , С.А. Кузне-
2 1 1,2цов , Л.Л. Свешникова , А.Г. Милёхин . Локализованные поверхнос-

тные плазмоны в массивах наноантенн Au
1

2НГУ, Новосибирск

11. С.В. Рыхлицкий, Е.В. Спесивцев, С.А. Дулин. Спектральный 
рефлектометрический комплекс для технологического контроля 
оптических материалов фотоники по параметру объёмного рассея-
ния 

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 
Новосибирск

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 
Новосибирск

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 
Новосибирск



1,3 1,3 2,3 2,325. И.А. Азаров , В.А. Швец , Б.А. Князев , Ю.Ю. Чопорова , С.В. 
1 1,3Рыхлицкий , В.Ю. Прокопьев . Эллипсометрический комплекс 

терагерцового диапазона
1 ИФП СО РАН, Новосибирск
2 ИЯФ СО РАН, Новосибирск
3 НГУ, Новосибирск

Фотоэлектрические явления в полупроводниковых структурах

26. А.C. Перин, В.Ю. Рябчёнок, В.М. Шандаров. Влияние пироэлек-
трического эффекта на характеристики линейной и нелинейной 
дифракции световых пучков в кристалле ниобата лития
Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, Томск

27. А.В. Вишняков, В.А. Стучинский, Д.В. Брунёв, А.В. Зверев,     
С.А. Дворецкий. Определение объёмной и локальных длин диффу-
зии носителей заряда в фоточувствительном слое матричных ИК-
приёмников фотодиодного типа на основе материала кадмий-ртуть-
теллур
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 
Новосибирск

28. Е.В. Богданов, Е.П. Кубашевский, Н.Я. Минина. Переключение 
поляризационных мод излучения лазерных диодов на основе Zn 
AlGaAs/GaAsP/p AlGaAs при внешних напряжениях
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва

1 1,2 1,329. М.В. Боев , В.М. Ковалев , А.В. Чаплик . Генерация акустичес-
ких волн двумерным экситонным газом
1Институт физики полупроводников им. А.В Ржанова СО РАН, 
Новосибирск
2НГТУ, Новосибирск
3НГУ, Новосибирск

30. В.С. Варавин, Д.В. Марин, М.В. Якушев. Рекомбинация носите-
лей заряда в структурах Cd Hg Te/Si(013)0,3 0,7

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 
Новосибирск

26 27

Терагерцовое излучение: полупроводниковые приемники и излуча-
тели

1 1 219. П.С. Загубисало , А.Г. Паулиш , С.А. Кузнецов . Моделирование 
теплофизических процессов в конвертере субтерагерцового излуче-
ния в инфракрасное
1

2НГУ, Новосибирск

20. А.Г. Паулиш, П.С. Загубисало. Оптимизация свойств фотоупру-
гого элемента для пьезооптических датчиков деформаций

1 1 121. С.Л. Микерин , А.И. Плеханов , А.Э. Симанчук , А.В. Якиман-
2ский . Полингованные нелинейно-оптические полимеры для 

генерации широкополосного терагерцового излучения
ИАиЭ  СО РАН, Новосибирск
2Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-
Петербург

1 1 1 222. М.А. Демьяненко , Д.Г. Есаев , А.И. Козлов , А.Р. Новоселов ,   
1В.Н. Овсюк . Мозаичные инфракрасные и терагерцовые фотоприем-

ники обзорно-панорамного формата: системный подход 
1

2

1 2 2 123. А.А. Алтухов , Ю.В. Гуляев , Н.Х. Талипов , В.С. Фещенко , В.А. 
1 2Шепелев , Г.В. Чучева . Комплексированный ИК+УФ интегральный 

матричный  фотоприёмник на основе микроболометров и SiC
1ООО ПТЦ "УралАлмазИнвест", Москва
2Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. 
В. А. Котельникова РАН, Фрязино

1 2 2 224. А.А. Алтухов , Ю.В. Гуляев , Н.Х. Талипов , Г.В. Чучева . Высоко-
чувствительный планарный матричный фотоприемник на основе 
алмаза для УФ-канала комплексированной инфракрасной оптико-
электронной системы
1ООО ПТЦ "УралАлмазИнвест", Москва
2Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. 
В. А. Котельникова РАН, Фрязино 

Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 
Новосибирск
Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск



37. О.А. Шегай, О.Р. Баютова, А.К. Бакаров. Возникновение плато 
в фотопроводимости 2DEG AlGaAs/GaAs мезаструктур зигзагооб-
разной формы

38. Д. Мелебаев. Фоточувствительность наноструктур Au-окисел-
n-GaAs P  в УФ области спектра0.6 0.4

Институт солнечной энергии Академии Наук Туркменистана, 
Ашхабад 

Фотодетекторы ближнего и дальнего ИК-диапазонов на основе 
соединений А В  и А В , элементарных полупроводников и кван-2 6 3 5

товых наноструктур (сверхрешетки, квантовые ямы, кванто-
вые проволоки, квантовые точки)

39. И.И. Ли, И.В. Мжельский, В.Г. Половинкин. Об оптимизации 
конструктивных параметров ИК микроскопа

40. Д.В.Марин, М.В.Якушев. О путях снижения плотности V-
дефектов в гетероструктурах Cd Hg Te выращенные методом x 1-x

молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках из Si(310) 

41. А.П. Ковчавцев, А.А. Гузев, Д.В. Марин, А.В. Царенко, М.В. Яку-
шев. Пассивация поверхности HgCdTe тонкими слоями CdTe 
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